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ARA}IAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat
bercetak dan ENAI\4(6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lni.
Jawab mana-mana LIMA(S} soalan.
Agihan markah bagt settap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah kesgluruhan yang diperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




suatu diod simpang p-n adalah tertakluk kepada keruntuhan
(breakdown) dl bawah pincangan terbalik. Huraikan secara ringkas
mekanlsma keruntuhan berikut: (i) tebuk-tembus (punch through)'
(il) runtuhan (avalanche) dan (iii) Zener. Jangan terbitkan
persamaan matematik yang terperinci.
(600lo)
(b) suatu semlkonduktor tak merosot (nondegenerate) Jenis-p yang
terdop ttnggi membuat satu homoslmpang (homoJunctlon) dengan
suatu semikonduktor merosot Jenis-n. Lul'riskan gambarajah Jalur
(band dlagram) stmpang tersebut dl bawah picangan terballk.
Tandakan semua aras tenaga pentlng dan arah arus, Jika ada.
(2oo/ol
(c) TunJukkan bahawa di dalarr.I suatu dlod praktik voltan keruntuhan
adalah hamplr-hampir tidak ber$antung kepada suhu operasi.
. 
(2.Oo/o)
2. (a) Dua logam yang berlalnan adalah dlendapkan (deposited) dt atas
suatu semlkonduktor Jents-p supaya dalam.satu kes, aras Fermi
logam lebth ttnggi daripada aras Ferml semtkonduktor dan ia
adalah lebih rendah dalam kes yang latn. Daripada
gambaraJah-gambaraJahJalurduasentuhanitu,tunJukkan
bahawa kedua-dua sentuhan ohmik dan sawar Schottlry (Schottlry
barrtor) adalah terlaksana (realDed).
(4Oo/ol
(b) Huralkan operasi dan fabrikasi pengapit diod sawar Schottky











Di dalam keadaan apakah cahaya diserap dalam semikonduktor?
Terbitkan satu ungkapan untuk penJanaan pembawa (carrier
generation) yang disebabkan oleh penyerapan foton-foton dalam
semikonduktor.
(4oo/o)
Huralkan operasl sel fotoberaliran (photoconductive cell).
Takrifkan faktor penguatan dan dengan itu atau seballknya,
bincangkan bagaimana untuk merekabentuk fotopengesan
(photodetector) yang berkesan.
(4oo/ol
(c) Pada SOOoK GaP mempunyai sela Jalur 2.26 eV. Apakah frekuensi
cahaya mlnimum yang boleh dikesan oleh GaP pada 3OOoK?
(2Oo/o)
Terangkan bagatmana silikon gred-elektronik diperolehi dari pasir
tulin. Huraikan proses pembesaran hablur Czochralski secara
terperinci.
(3Oo/o)
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Suatu hablur GaAs mempunyai pemalar kekisi 5.65 x lO-8 sm dan
berat atom Ga dan As adalah 69.7 dan 74.9 mastng-masing. Kirakan
ketumpatan GaAs. (Andatkan bahawa nombor Avogadro ialah
6.02 x lO23 atom per molar).
(3Oolo)
Di dalam teknologl peranti apakah kepentingan lapisan-lapisan
okstda sillkon? Huralkan persedlaan untuk pengoksldaan sllikon.
Tullskan persamaan-persamaan lrcimla untuk pengoksldaan kering
dan basah silikon.
(3Oo/o)
Tuliskan nota-nota pendek mengenai yang berikut:
(l) penumbuhan ftlem-ftlem diokslda silikon yang sangirt nlpis
(ii) Pengoksidaan dl bawah tekanan tinggi dan
(lit) Kesan-kesan bendasin$ ke atas proses pengoksidaan.
(5OoZo)
(c) Suatu ftlem silikon dengan ketebalan loo-Angstrom adalah
dioksldakan dengan lengkap bagl membentuk si oz. Jika
ketumpatan slltkon dan sillkon dioksida adalah sama, dapatkan
ketebalan yang bersepadan untuk lapisan Si oz (Andaikan bahawa
berat atom silikon dan okslgen adalah 28 dan 16 masing-masing).
(2Oo/o)









(b) Namakan bahan-bahan l,rlmla berlainan yang digunakan untuk
bendasing-bendasing Jenis-p dan jenis-n dalam silikon'
(2Oo/ol
(c) Terbitkan persamaan resapan Fick. Dengan itu, atau sebaliknya'
terangkan taburan-taburan Gausslan dan fungst ralat'
(Mol
(d) Tultskan nota-nota pendek mengenal yang bertkut:
(t) KesanTolak-Pemancar(Emitter-PushEffect)'(ii1 Kuasa hentian nuklear (nuclear stopping power) dalam
Penanaman lon.
(2oo/ol
- oooOooo -
-5-
